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Nom : MEGUELLATI
Prénom : Mohamed
Date et lieu de naissance : 02-07-1980 à Batna 
Situation familiale : Célibataire
Nationalité : Algérienne 
Fonction actuelle : M.C.B
Adresse : Université Batna2, Batna, Algérie.
Tel : 002135.59.29.06.74      
E-mail : m_meguellati@yahoo.fr, m.meguellati@univ-batna2.dz
Diplômes
· Doctorat es-science: Electronique, option robotique, avril 2013, mention très honorable, Université Hadj Lakhdar Batna.

· Magister : Electronique, option robotique, avril 2008, mention A. Bien, Université Hadj Lakhdar Batna.

· Ingénieur d’état: Electronique, option contrôle industriel, septembre 2004, mention bien Université Hadj Lakhdar Batna.

· Baccalauréat : Génie Mécanique, Juin 1999.
Intitulé de la thèse de Doctorat
“Modeling of multigate FET-Based sensors for engineering Applications” sous la direction du Ph. Fayçal Djeffal.
Intitulé du mémoire de Magister
“Commande à distance d’un bras manipulateur en présence d’un temps de retard constant”  sous la direction du Ph. Foudil Abdessemed.
Intitulé du mémoire d’Ingéniorat
“Modélisation du transistor DG-MOSFETs”.
Activités professionnelles
Enseignant vacataire au département de science de l’information et la communication, Université Hadj Lakhdar Batna :
· Chargé de cours (Informatique 4ème  année presse écrite, audio visuel) durant l’année universitaire 2010-2011.

· Chargé de cours (Informatique 4ème  année relation publique) durant l’année universitaire 2011-2012.
· Chargé de cours (Informatique 4ème  année relation publique) durant l’année universitaire 2012-2013.
· M.A.B au département st 2013-2014.

· M.C.B  au département st 2014 jusqu’à maintenant.

· Les modules enseignés sont : ELN, LCS, P1, P2, TP P1, TP P2. 

Domaines de compétence
· Commande et Modélisation des nanobots et système de téléopération.

· Modélisation des capteurs chimiques et radiations et leurs applications en ingénierie.

· Nanoélectronique, Microélectronique.

· Modélisation des dispositifs semi-conducteurs.
· Techniques connexionnistes (Réseaux de neurones)  et techniques évolutionnaires (Algorithmes génétiques GA et optimisation par l’essaim de particules PSO…).
· Simulation des composants électroniques avec Silvaco. 
Logiciels  informatique et intelligence artificielle, micro et nanoélectronique:  
-Intelligence artificielle et logiciels informatique: 
- Réseaux de neurones artificiels (MLP, RBF,...)  
-Techniques évolutionnaires  (algorithmes génétiques, optimisation par essaime   
  de particules, processus multi-objectives, …).
- Systèmes experts
- La logic floue 
-Micro et nano-électroniques 

-Logiciels informatique à base des approches d’étude et de modélisation des  
             diapositives micro et nano électronique (MOSFET, FET multi grille,  
             capteurs,…)
-Le Développement, l’amélioration et l’optimisation des simulateurs des 
             circuits nano électroniques   
-La conception et la simulation des micros et nano-circuits CMOS.
-L’optimisation et la simulation des micros et nano-dispositifs 

·   Systèmes de téléoperation:
-Commande à distance des robots manipulateurs avec un temps constant
-Télé présence et transparence des systèmes de télé opération

Publications et communications internationales
· Livre :
[B1] M. Meguellati, F. Djeffal, Multigate FET-based sensors for Engineering applications, LAP LAMBERT Academic Publishing - ISBN-13: 978-3-8465- 4597-3, Germany.2012, 101 pages (www.morebooks.de).

[B2] M. Meguellati, F. Srairi, La transparence et la passivité d’un système de téléopération en présence d’un temps de retard constant, éditions universitaires européennes  - ISBN: 978-613-1-53753-0, Germany.2012, 81 pages (www.morebooks.de).

· Chapitre de livre:

[B.C. 1] F. Djeffal and M. Meguellati, “multigate RADFET dosimeter For Radioactive Environment Monitoring Applications”, chapter 23, Special Volume of the WCE 2012, Series: Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 229, Editors names: Yang, Gi-Chul; Ao, Sio-long; Gelman, Len, Title of Book: IAENG Transactions on Engineering Technologies, Springer 2013, ISBN 978-94-007-6189-6.
· Publications dans des revues avec comité de lecture :
[J1] T.Bentrcia, F. Djeffal, D. Arar,M. Meguellati, ‘Numerical investigation of nanoscale double-gate junctionless MOSFET with drain and source extensions including interfacial defects’ Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 2016. 

[J2] F. Srairi, L. Saidi,,F. Djeffal, M. Meguellati, ‘Modeling, control and optimization of a new swimming microrobot design’ Engineering Letters, 2016. 
[J3] M. Meguellati, F. Djeffal, D. Arar, F. Douak and L. Khettache, New RADFET Dosimeter Design For Radioactive Environment Monitoring Applications. Engineering Letters, Vol. 20. (4), pp. EL 20-4-06, 2012.
[J4] M. Meguellati, F. Djeffal, New Dual-Dielectric Gate All Around (DDGAA) RADFET dosimeter  design to improve the radiation sensitivity, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Vol. 683, pp. 24–28, 2012.

[J5] F. Djeffal, M. Meguellati, A. Benhaya, "A two-dimensional analytical analysis of subthreshold behavior to study the scaling capability of nanoscale graded channel gate stack DG MOSFETs", Published by Elsevier, J. Physica E, pp. 1872–1877, 41 ,2009.

[J6] F. Djeffal, M. Meguellati, N. Abdelmalek," Numerical Analysis of Thin Film Junctionless pH-ISFET Sensor", J. Sensors & Transducer, Published by IFSA, pp. 35-40, Vol. 123, 2010.

[J7] T. Bendib, F.Djeffal, M. Meguellati, A. Benhaya and M. Chahdi, "A compact drain current model based on Genetic algorithm computation to study the nanoscale Double-Gate MOSFETs", J. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, pp. 27-30, 12(1), 2009.

[J8] F. Djeffal, N. Lakhdar, M. Meguellati and A. Benhaya, " Particle swarm optimization versus genetic algorithms to study the electron mobility in wurtzite GaN-based devices", Published by Elsevier, J. Solid-State Electronics, pp.388-392, 53(9), 2009.

[J9] F. Djeffal, T. Bendib and M. Meguellati, New Fuzzy-Logic-based Approach To Extract The Organic Solar Cell Model Parameters, IEEE Transactions on Electron Devices, accepted, 2013. 

· Communications internationales :
[C.1] M. Meguellati, F.Djeffal, A.Benhaya, M. Chahdi, "Un modèle semi-analytique pour étudier l’effet des paramètres du transistor Double-Gate MOSFET nanométrique sur le courant sous seuil", 1st International Conference on Nanomaterials and Applications INCONA2005, November19-21, 2005, Annaba, Alegria.

[C.2] M. Meguellati, F. Djeffal and D. Aarar, "A novel multigate design to improve the sensitivity behavior for deep submicron ISFET-based sensors", 2nd International Conference on electronics systems CISE 09, october25-26, 2009, Batna, Alegria.

[C.3] F. Djeffal, M. Meguellati, R. Benzid, A. Abdi, T.bendib, "An accurate low-field mobility model based on particle swarm computation for wurtzite GaN-based devices", 1st International Workshp on Renewable Energies and their Applications 1WIERA’2008, May 10-12, 2008, Laghouat, Algeria.

[C.4] F. Djeffal, M. Meguellati, M.A. Abdi, T. Bendib, D. Arar and Z. Dibi, "Two-dimensional analytical subthreshold swing model for nanoscale double gate MOSFET with bulk trap states", E-MRS, 26-31 May 2008, France.

[C.5] M. A. Abdi, F. Djeffal, M. Meguellati, D. Arar, "Two-Dimensional Analytical Threshold Voltage Model for Nanoscale Graded Channel Gate Stack DG MOSFETs", 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009, Dec. 13-16, 2009 Hammamet, Tunisia.

[C.6] F. Djeffal, R. Mahamdi, M.A. Abdi, M. Meguellati, "An analytical subthreshold current model for nanoscale GAA MOSFET including interfacial hot-carrier effects", NEWCAS-TAISA’09, June 28 to July 1, 2009, sousse, Tunisia.

[C.7] F. Djeffal, M. Meguellati, Z. Dibi and D. Arar, "A novel Double-Gate ISFET structure for submicron sensors design",  E-MRS 2009, 26-31 May 2010, France.

[C.8] M. Meguellati, F. Djeffal, M.A. Abdi, "Numerical analysis of Junctionless ISFET sensors", E-MRS, 20-31 May 2010, France. 

[C.9] F. Djeffal, T. Bendib, M. Meguellati, D. Arar and M.A Abdi, “New Dual-Dielectric Gate All Around (DDGAA) RADFET Dosimeter Design to Improve the Radiation Sensitivity,” Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol II, WCE 2012, July 4 - 6, 2012, London, U.K.

[C.10] M. Meguellati, F. Djeffal, A. Kadri, L. Khettache and T. Bendib,  A New RADFET dosimeter design for environment monitoring applications, The IEEE- 24th International Conference on Microelectronics, ICM-2012, December 17-20, 2012, Algiers, Algeria.

[C.11] T. Bendib, F. Djeffal, D. Arar and M. Meguellati, “Fuzzy-Logic-based Approach for Organic Solar Cell Parameters Extraction”, Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol II, WCE 2013, July 4 - 6, 2013, London, U.K.

[C.12] K. Tamersit, F. Djeffal, D. Arar and M. Meguellati, “Analytical investigation of subthreshold swing to study the scaling capability of Graphene field-effect transistors”, Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol II, WCE 2013, July 4 - 6, 2013, London, U.K.

[C.13] T. Bentrcia F. Djeffal, M. Meguellati and D. Arar, “New approach based on ANFIS computation to study the threshold voltage behavior including trap effects for nanoscale DG MOSFETs”, Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol II, WCE 2013, July 4 - 6, 2013, London, U.K.

[C.14] D. Arar, F. Djeffal, M. Meguellati and T. Bendib, “An optimized GSDG MOSFET design for nanoscale circuit applications”,

[C.15] T. Bentrcia, F. Djeffal, D. Arar and M. Meguellati, “ANFIS-based computation to study the nanoscale circuit including the hot-carrier and quantum confinement effects”,

[C.16] N. Lakhdar, F. Djeffal, D. Arar, M. Meguellati and T. Bendib, “An optimised submicron Dual-Material gate (DM) GaAs-MESFETs design to improve the analog performance using multi-objective computation”,

[C.17] K. Tamersit, F. Djeffal, D. Arar and M. Meguellati, “Dual-Top-Gated Graphene field-effect transistors to improve the subthreshold swing for digital applications”,

[C.18] F.Bencherif, L. H. Mouss and M. Meguellati, “Fuzzy relative importance of customer requirements in Improving Product Development”,

[C.19] F. Djeffal, D. Arar, M.Meguellati and T. Bendib, “New Junctionless Dual-Dielectric RADFET dosimeter design to improve the electrical behavior”, 8èmes Journées Maghreb-Europe Matérieux et Applications aux Dispositifs et capteurs MADICA 2012, 7– 9 Novembre 2012, Sousse, Tunisie.

[C.20] M. Meguellati
Connaissances Linguistiques

· Arabe

lu, écrit et parlé

· Français
lu, écrit 

· Anglais
lu et écrit et parlé
Adhésion et Activités scientifiques
I. Memberships:

· Member of International Association of Engineers (IAENG), 2012, UK.

· PC Member of the International Journal of Computing and Digital Systems IJCDS-2013 Bahrain.
· Member of the IAENG Society of Artificial Intelligence, 2012, UK.
· Member of the IAENG Society of Computer Science, 2012, UK.
· Member of the IAENG Society of Electrical Engineering, 2012, UK. 
· Member of the internet Society Qatar Chapter (ISQC), 2012, Qatar.
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